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 [はじめに] 

 MOVPE 法による Si 基板上の CdTe 層を用いた放射線検出器の開発を行っている。検出器高性能化を

目的として、As ドーピングによる p+-CdTe 層の成長を検討した。ここでは As ドープ CdTe 層のフォト

ルミネッセンス(PL)測定結果について報告を行う。 

[実験方法] 

 成長基板は(211)Siである。成長層の構造はAsドープCdTe(3µm)/p-like CdTe(10µm) /n-CdTe(4µm)/n+-Si

である。比較のため、p-like CdTe(20µm)の試料についても測定を行った。CdTe 層の成長原料にはジメ

チルカドミウム(DMCd)とジエチルカドミウム(DETe)を用いた。p 型のドーパントとして、ターシャル

ブチルアルシン(TBAs)を用いた。成長条件を表 1 に示す。 

 PL 測定は 4.2K で行った。励起光源は波長が 488nm である。 

[実験結果] 

図 1 に PL スペクトルを示す。As ドープ層では(A0,X)発光がほとんど観測されず、1.425eV 付近にブ

ロードな DAP 発光が観測されている。比較のため測定したアンドープ層のスペクトルでは、1.583eV

付近に(A0,X)発光が観測され、また DAP 発光ではフォノンレプリカが観測された。As ドーピングに伴

う(A0,X)発光強度の減少と DAP 発光強度の増加は、過去に実施した GaAs 基板上の As ドープ CdTe 層

における傾向と同様である。 
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表 1 CdTe 層の成長条件 

 p+-CdTe p-like CdTe 

DMCd 供給量[mol/min] 3.12×10-5 3.92×10-5 

Ⅵ/Ⅱ比 0.25 3.0 

成長温度[℃] 325 450 

As 供給量[mol/min] 5.00×10-7 - 
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図1  CdTe層のPLスペクトル
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